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1．背景と研究目的 

X 線光電子分光法（XPS）は、試料表面の構成元素や化学結合状態を非破壊的に分析できる手法であ

り、近年の材料科学をはじめとする多くの分野において、欠かすことのできない分析技術となっている。

現在、多くの大学や研究機関では、X 線管球を光源とし、Al K線や Mg K線を用いるラボ型 XPS 装置

が設置されており、日常的な材料評価に広く活用されている。一方、シンクロトロン光を利用した XPS

には、ラボ型装置と比較して、X 線の高輝度さ、高いエネルギー分解能および空間分解能、さらには光

子エネルギーの可変性により、ラボ型装置では困難な測定が可能となる場合がある等の利点がある。ま

た、高エネルギーX 線を利用することで、より深い領域の分析や元素選択性の向上も期待できる。 

XPS を担当する技術職員の全国的なネットワークである「XPS コミュニティ」では、例年 XPS に関

する技術セミナーを実施している。今回、大学等で XPS を担当する技術職員を対象に、日常業務では触

れる機会の少ないシンクロトロン光 XPS に実際に触れ、ラボ型 XPS 装置との違いや、シンクロトロン

光 XPS に適した試料・測定手法などについて学ぶ機会を提供することを目的として、あいちシンクロト

ロン光センターBL6N1[1]にて本セミナーを開催した。 

 

2．実験内容 

本研修では、Si (100) 基板の表面に膜厚 5 nm または 10 nm の SiO2を製膜した試料に対し、入射光の

光子エネルギーを 3 keV にした場合と、4 keV にした場合の XPS 測定を実施した。測定条件の設定は、

参考文献に準拠した[1]。 

 

3．結果および考察 

図 1 に膜厚 5 nm と 10 nm の SiO2を製膜した Si 基板

に対し、3 keV または 4 keV の入射光を照射した際に得

られた Si 1s 光電子スペクトルを示す。この結果を見る

と、入射光エネルギーが 3 keV の時、膜厚 5 nm では 1839 

eV の Si 基板のピークが見られたが、膜厚 10 nm では見

られなかった。一方、入射光エネルギーを 4 keV にする

と、膜厚 10 nm でも Si 基板のピークが見られるように

なった。このことから、ラボ型 XPS と異なり高い入射

光エネルギーを使用できることが、分析深さの調節に極

めて有用であることが体験できた。 
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図 1. SiO2 (膜厚 5 nm, 10 nm)に 3 keV または

4keV の入射光を照射した際の Si 1s

光電子スペクトル 




